BU 110

NPN-Leistungs-Schalt-Transistor
fur Fernseh-Horizontal-Ablenk-Endstufen

BU 110 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Hochstromschalttransistor im
Gehduse 3 A 3 DIN 41872 (dhnl. TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elek-
trisch verbunden und mit AnschluRstift versehen. Der Transistor ist besonders fiirden
Einsatz in Horizontal-Ablenk-Endstufen nach dem Pumptransistorprinzip geeignet.

Typ | Bestellnummer
BU 110 Q62702-U83

Glimmerscheibe Q62901-B47
Isoliernippel (Teflon) | Q62901-B13-C

Isoliernippel (Tefion)
fur Temp. bis 200°C

MafRstab 2:1
ot IR
T
——123

Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm Glimmerscheibe

trocken: Ryp= 1,25 K/W

gefettet: R, = 0,35 K/W
Grenzdaten
Kollektor-Emitterspannung Uceo 150 Y
Kollektor-Basisspannung Ucss 330 \Y
Emitter-Basisspannung Ueso 6 \Y
Kollektorstrom I, 10 A
Emitterspitzenstrom (£ £ 1 ms) Iep 15 A
Kollektorspitzenstrom (¢t £ 1 ms) Iem 15 A
Basisstrom Iy 2 A
Basisspitzenstrom (¢, £ 1 ms) Igm 3 A
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts —-55bis+175 | °C
Gesamtverlustleistung
(T¢ £75°C; Uce = 18V) Prot 60 w
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Transistorgehduse Ringe | <1.,66 | K/W
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BU 110

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)
Kollektor-Emitter-DuPchbruchspannung

(Iceo = 20 mA)

Kollektor-Basis- Durchbruchspannung

(Icgs =1 mA)

Emitter- Basis- Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =330V; Ty = 150 °C)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=7A;I3=1A)

Basis- Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=7A;Iz;=1A)

Statische Stromverstirkung
(Ic=7A;Uce=15V)
Tc=2A;Uce=15V)

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz
Schaltzeit

(Ic=6A;Ig =1 =1 A;Uce=12V)

Temperaturabhangigkeit der
zuléssigen Gesamtverlustleistung

Prot = f(Ts)
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BU 110

Zulassiger Betriebsbereich Ic = f (Uce)

Stromverstiarkung B8 = f (I¢)
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BU 110

Ausgangskennlinien I = f (U¢g) Ausgangskennlinien I = f (Ucg)
Iz = Parameter Iy = Parameter
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BU 111, BU 114

NPN-Leistungs-Schalt-Transistor
fur hohe Betriebsspannungen

BU 111 und BU 114 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Schalt-Transistoren im
Gehiuse 3 A 2 DIN 41872 (TO-3).

Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.

Die Transistoren sind besonders fiir den Einsatz als Schalter fiir hohe Betriebs-
spannungen, z. B. in Horizontal-Ablenkschaltungen geeignet.

Typ | Bestellnummer
BU 111 Q62702-U84
BU 114 Q62702-U118
Glimmerscheibe Q62901-B11-A

Isoliernippel (Teflon) i Q62901-B13-C isoliernippel (Teflon)

fiir Temp. bis 200°C

MaBstab 2:1
B oo™ B

r !
ot 1| i’;;f 1 §
| g
| |
\ Yy {
| gl
>‘122q554w‘<*

Glimmerscheibe
trocken: Ren= 1,25 K/W
gefettet: Ryp= 0,35 K/W

Gewicht etwa 16,569 MaBe in mm

Grenzdaten BU 111 BU 114
Kollektor-Emitterspannung Uceo 300 150 A
Kollektor-Basisspannung Ucss 400 250 \'
Emitter-Basisspannung Ueso 6 6 Y
Kollektorstrom Ic 6 6 A
Kollektor-Spitzenstrom

(t < 10 ms) Icw 8 8 A
Basisstrom Ig 3 3 A
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 °C
Gesamtverlustieistung

(T £50°C; Uce = 20V) Piot 50 \ 50 w
Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht —

Transistorgehduse Rinus <2 \ <2 K/W
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BU 111, BU 114

Statische Kenndaten (7, = 25 °C) BU 111 BU 114
Kollektor-Emitter- Durchbruch-

spannung (I¢go = 20 mA) Uiy ceo| > 300 > 150 \'
Kollektor-Basis-Durchbruch-

spannung (ICBS =1 mA) U(B R)CBS > 400 > 250 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Iego = 1 mA) Ugryeso| > 6 >6 v
Kollektor-Emitter- Reststrom

(UCES=4OOV; TG=150ﬁC) ICES <156 - mA
(Uces =250V; T = 150 °C) Tees - <15 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=3A;I3=1A) Ucesat <15 <15 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=3A,IB=1A) UBEsat <2 <2 \"
Statische Stromverstirkung

(Ic=3A Ug=5V) B >5 >5 -
(Ic=10mA,UCE=5V) B >8 - -
Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(Ic =200 mA, Uge = 10 V) fr ~ 20 ~ 20 MHz
Schaltzeit (Ic = 3 A;

Ig1 =Ig =06 A; Uce =12 V). t 1 1 ©s

430



___.gh

—

BU 111, BU 114

Temperaturabhingigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
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BU 111, BU 114

Ausgangskennlinien I = f (Ucg)
Iy = Parameter
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Ausgangskennlinien I = f (U¢;)
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BU 111, BU 114

Kollektorstrom I = f (Ugg)
Uce=5V; T = 25°C
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NPN-Darlington-Leistungstransistoren BUW 28
BUW 29

Vorlaufige Daten o

BUW 28 und BUW 29 sind dreifachdiffundierte, monolithische NPN-Darlington-Leistungs-
transistoren im Gehduse 3 A2 DIN 41872 (TO-3). Die Kollektoren sind mit dem Gehause
elektrisch verbunden. DiesWiderstinde zwischen Basis und dem Emitter sowie die Inversdiode
sind integriert. )
BUW 28 und BUW 29 sind besonders geeignet fiir die Anwendung in Kfz-Ziindschaltungen
und fir allgemeine Schalteranwendungen bei hohen Spannungen.

Typ Bestellnummer -
BUW 28 062702-U285 i _} ‘
BUW 29 Q62702-U286

Glimmerscheibe Q62901-B11-A

Isoliernippel Q62901-B50

(SR 25)

—
=
ST~ tzd
‘ e 3
00 . - d
05°Y 1 .
H%UJ
e 45201
Gewicht etwa MaRe in Glimmerscheibe Isolier-
1656¢g mm trocken: R, = 1,25 K/W nippel
gefettet: Ry, = 0,35 K/W

Grenzdaten: BUW 28 BUW 29
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 350 400 \
Kollektor- Emitter-Spannung Ucer 350 400 Vv
Kollektorstrom Ic 10 10 A
Kollektorspitzenstrom (t, < 1 ms) Icm 15 15 A
Strom der Inversdiode =Ic 10 10 A
Basisstrom Ig 1,6 1.5 A
Sperrschichttemperatur T; 175 175 °C
Gesamtverlustleistung (7¢ = 55°C) Piot 100 100 w
Warmewiderstand
Kollektor-Sperrschicht — Gehduse Rinsc | 1,2 | 1,2 | K/IW
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BUW 28

BUW 29
Statische Kenndaten (7 = 25°C) BUW 28 BUW 29
Kollektor-Emitter-Durghbruchspannung Uisryceo > 350 > 400 \'
(Ic =100 mA; L = 25 mH)
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uce = Uce max) Iceo <1 <1 mA
(Uce = Ucemax: Ta =1256°C; t, < 200 ps)  Ices <10 <10 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
(Ic=5A;UCE=1,5V) B > 70 —_—
(Ic=7A;Uce=1,5V) B > 70 > 45 —
Basis-Emitter- Sattigungsspannung
(Ic=10A; Iz = 0,25 A) Ugksat <24 — \
(Ic=9A; Iz =03A) . Ugesat — <24 \
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung
(Ic =10A; 13 =0,25 A) UCEsat <2 -—_ \"
(Ic=9A;I3=03A) Ucesat —_ <2 \
FluBspannung der Inversstromdiode
(~Ic=7A;1I3=0) —Uce 1,6 1,5 \
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUW 57
BUW 58
BUW 73

Vorlaufige Daten

BUW 57, BUW 58 und BUW 73 sind NPN-Silizium-Leistungstransistoren in Dreifachdiffu-
sionstechnikim Gehause 3 A2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch
verbunden. Die Transistoren sind zum schnellen Schalten groRBer Strome geeignet, z.B. in ge-
takteten Spannungswandlern.

Typ Bestellnummer L7
.
BUW 57 Q62702-U263 4 18 7
BUW 58 062702-U262 s 8%
BUW 73 Q62702-U261 o
Glimmerscheibe | Q62901-B11-A =3
Isoliernippel Q62901-B50 .S
(SR 25)
MaBstab 2:1
Isoliernippel
04,2
@15 gL
RYLEE
. L l
1
t U‘%.QUL
109+ 01—
8792 »

Glimmerscheibe

Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm

Grenzdaten BUW 57 | BUW58| BUW 73
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 125 160 200 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 150 250 300 \
Basis-Emitter-Spannung Uggo 7 7 7 \
Kollektorstrom Ic 20 20 20 A
Kollektor-Spitzenstrom (¢, < 10 ms) Icwm 25 25 25 A
Basisstrom I 4 4 4 A
Basis-Spitzenstrom (t, < 10 ms) Igm 6 6 6 A
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; 175 175 175 °C
Gesamtverlustleistung

(Te =25°C; Uce =17V) Prot 120 120 120 w
Wéarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Gehduse Rinys | 1,25 | 1,25 [ 1,25 | K/W
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUW 74
BUW 75

. BUW 76
Vorldufige Daten BUW 77

BUW 74, BUW 75, BUW 76 und BUW 77 sind NPN-Silizium-Leistungstransistoren in Drei-
fachdiffusions-Technik im Gehduse 3A2 DIN 41872 (T0-3). Der Kollektor ist mit dem Geh&use
elektrisch verbunden. Die Transistoren eignen sich als schnelle Schalter bei hohen Spannungen
besonders fiir getaktete Netzgerite. Elektrisch schlieRt BUW 74 den BUY 74, BUW 75 den
BUY 75 und BUW 76 den BUY 76 ein.

N7/
Ly

Typ Bestellnummer R ;;.»

BUW 74 062702-U265 ° B

BUW 75 Q62702-U266 Ji%

BUW 76 Q62702-U267 =3~

BUW 77 062702-U269 - 45501

Glimmerscheibe Q62901-B11-A

Isoliernippel Q62901-B50 MaBstab 2:1

(SR 25) Isoliernippel

B

| g ottt

-8
Gewicht etwa 16,5 g Glimmerscheibe

MaRe in mm
Grenzdaten BUW 74| BUW75| BUW76 | BUW 77
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 300 350 400 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 400 600 750 800 \Y
Basis-Emitter-Spannung Ueso | 7 7 7 7 \
Kollektorstrom Ic 12 12 12 12 A
Kollektor-Spitzenstrom
(t, < 10ms) Icm 17 17 17 17 A
Basis-Strom Iy 5 5 5 5 A
Basis-Spitzenstrom
(tp < 10 ms) Iam 7 7 7 7 A
Negativer Basis-Abschaltstrom:
Mittelwert -1y 0,2 0,2 0,2 0,2 A
Spitzenwert —Ism 4 4 4 4 A
Lagertemperatur Ts ~65 bis +175 °Cc
Sperrschichttemperatur T 175 175 175 175 °C
Gesamtverlustleistung
(Te £25°C; Uge = 25°V) Piot 120 120 120 120 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Gehduse Rinyg | 1,25 1,25 | 1,25 11,256 | K/W
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BUW 74
BUW 75
BUW 76
BUW 77

Statische Kenndaten (7 = 25°C) BUW74 | BUW75 | BUW76 | BUW 77

Kollektor-Emitter-

Durchbruchspannung
(Ic =100 mA; t, < 300 ps) Uceo > 250 > 300 > 350 > 400 Y
Kollektor-Emitter-Reststrom
(UCE = UCEmax) Icgs <1 <1 <1 <1 mA
(UCE=UCEmax; TG=125°C) ICES <10 <10 <10 <10 mA
Basis-Emitter-Reststrom

(tp<200 us, UEBO=7V) IEBO <1 <1 <1 <1 mA
Stromverstarkung

(Ic=5A;Uce=1,5V) B >10 > 10 > 8 > 6 —
Stromverstéarkung

Ic=7A;Uce=15YV) B >7 > 6 >5 —_— -
Basis-Emitter-Restspannung

(Ic=5A;Ig=1A) Uggsar | < 1,6 <15 <15 <15 \

Dynamische Kenndaten (7; = 25°C)

Transitfrequenz
(Ic =1 A; UCE = 1OV,
f=10 MHz) fr 20 (>10)|20(>10)|20 (>10)120 (> 10) | MHz

Schaltzeiten:
(Ic=5A;I32=152= 1 A}
Uce =120V, t, = 10 ps)

Einschaltzeit toin <0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 us
Speicherzeit t, <3 <3 <3 <3 us
Fallzeit t < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 us
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BUW 74
BUW 75
BUW 76
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BUW 74

BUW 75
BUW 76
BUW 77
Arbeitsschema und Anwendungsbeispiele fir SOAR-Diagramme
I =Ptot,zul=m'k'Pmtmax
Czul UCE UCE
Wenn k¢ < ky ist, wird in der Formel anstelle von k gleich k1 verwendet
Wenn ky < kyist, wird in der Formel anstelle von & gleich &, verwendet.
Beispiel 1: ky < k¢ Beispiel 2: k+ < ky
geg.: Tg=85°C geg.: Tg=100°C
UCE=70V UCE=3OV
t=100 us t=1ms
v=0,1 v = 0,01
ges.: Ic,y ges.: Icqu
zu 1) k+=10,6 zu 1) k+r =05
2) ky =025 2) ky =06
3) k=ky=025 3) k=ky=05
4) m=6,5 4) m=4.2
6,56x0,26x120 W 4,2x0,5x120 W
ICzuI = 70V ICzuI= 30V
=2,79A =84A

siehe Arbeitspunkte in Kurve zul. Betriebsbereich

Kollektorstrom I = I(UBE)
Uce=15V; T =25°C
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BUW 74
BUW 75

Ausgangskennlinien I = f(Ucg)
Iy = Parameter

Ausgangskennlinien Ic = f(Uce)
Iy = Parameter
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Ausgangskennlinien I = f(Ucg)
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BUW 74

BUW 75
BUW 76
BUW 77
Stromverstiarkung B = f(I¢) Stromverstarkung B =f(Ic)
Uce =1,5V bzw. 5V Uce = 1,5V bzw. 5V
Te=25°C T =25°C
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NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistoren BUX 28
BUX 29

BUX 28 und BUX 29 sind dreifachdiffundierte monolithische NPN-Darlington-Leistungs-
transistoren im Gehduse 3 A2 DIN 41872 (TO-3). Die Kollektoren sind mit dem Gehiuse
elektrisch verbunden. Die Widerstdnde zwischen Basis und den Emittern sowie die Invers-
diode sind integriert.

BUX 28 und BUX 29 sind besonders geeignet fiir die Anwendung in Kfz-Ziindschaltungen
und fiir allgemeine Schalteranwendungen bei hohen Spannungen.

Typ Bestellnummer
BUX 28 Q62702-U258
BUX 29 Q62702-U259
Glimmerscheibe Q62901-B11-A
Isoliernippel Q62901-B50
(SR 25)
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82wl - 4521 o
Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm Glimmerscheibe trocken: Ry, = 1,25 K/W Isoliernippel
gefettet: Ry, = 0,35 K/W
Grenzdaten BUX 28 BUX 29
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 350 400 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung Ucer 356 400 \
Kollektorstrom Ic 8 8 A
Kollektorspitzenstrom (¢, < 1 ms) Icm 12 12 A
Strom der Inversdiode -Ic 8 6 A
Basisstrom Is 1 1 A
Sperrschichttemperatur T 175 175 °C
Gesamtverlustleistung (7¢ < 55°C) Piot 80 80 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Gehduse Rinsg [ <15 | <15 [ K/w
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BUX 28

BUX 29
Statische Kenndaten (7g = 25°C) BUX 28 BUX 29
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =100 mA; L = 25 mH) Ugsryceo > 350 > 400 v*
Kollektor-Emitter-Reststrom Iceo <1 <1 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uce = Ucemax) Iceo <1 <1 mA
(Uce = Ucemax Te =125°C; t, <200 us)  Jces <10 <10 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
(I¢=5A; Uce=1,5V) B 50 30 —
(Ic=T7A;Ueg=15V) B 30 — —
Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=8A;I5=03A) Ucesat <2 — Ve
(Ic=7A;I3=03A) Ucksat —_— <2 v*
Basis-Emitter-Séattigungsspannung
(Ic=8A;I3=03A) Ugksat <25 — v*
(Ic=7A;Ig=03A) Ugesat —_ <25 v*
FluBspannung der Inversstromdiode
(_IC=5A) —Uce 1,5 1.6 \)

* = AQL = 0,65%
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BUX 28
BUX 29
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BUX 28
BUX 29
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Impulswarmewiderstand
Ingg = F(2)
v = Parameter
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